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Historico - transistores por efeito de
campo (FET)
= Décadade 30 - J.E. Lilienfeld (EUA)
conceito FET O.Hell (Alemanha)
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= Década de 40 - transistor bipolar

= Década de 50 - W. Shockley (52) prop0s
0 transistor de juncao - JFET

Dacey e Ross (53) experimental
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7. TRANSISTOR MOS
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7. TRANSISTOR MOS
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7. TRANSISTOR MOS

= Década de 60 - Kahng e Atalla (60)
propuseram o MOSFET atual

Fairchild - producao em 1964.
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MOSFET - regiao de canal
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Na direcao X (sob o isolante) - Cap. MOS
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7. TRANSISTOR MOS

OSFET- tipo enriquecimento (formar o canal)
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Curvas caracteristicas - tipo enriguecimento
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7. TRANSISTOR MOS

MOSFET - tipo deplecao (canal ja existe)
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Curvas caracteristicas - tipo deplecao
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